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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW PRACOWNIKOWITME 

Nucleation mechanism of 6H-SiC polytype 
inclusions inside 15R-SiC crystals 

Y. Zhang', H. Chen', G. Choi', B. Raghothamachar', 
M. Dudley'^ J. H. EdgarS Krzysztof Grasza^ Emil 
Tyinicki\ L. Zhang^, D. S\i\ Y. Zhu^ 

' Department of Materials Science and Engineering, Stony 
Brook University, Stony Brook, NY, USA 
^ Department of Chemical Engineering, Kansas State 
University, Manhattan, KS, USA 
' Institute of Electronic Materials Technology, ul. 
Wolczyhska 133, 01-919 Warszawa 

Center for Functional Materials, Brookhaven National 
Laboratory, Upton, NY, USA 
' e-mail: mdudley@notes.cc.sunysb.edu 
Journal of Electronic Materials. 39, 6 (2010) 799-804 

A model is presented for the nucleation mecha-
nism of 6H-SiC polytype inclusions inside 15R-SiC 
boules. Inhomogeneous densities of screw disloca-
tions lead to uneven growth rates, resulting in com-

plex step overgrowth processes which can partially 
suppress the Burgers vector of a 15R 1 c screw dislo-
cation through the creation of Frank faults and Frank 
partial dislocations. Combined with stacking shifts 
induced by the passage of basal plane partial dislo-
cations, it is shown that the partial Burgers vector 
suppression can leave behind a residual 6H 1 c dislo-
cation, which then acts as a nucleus for reproduction 
of 6H-SiC structure in the 15R-SiC crystal. 

Polytypism study in SiC epilayers using elec-
tron backscatter diffraction 

Kinga Kościewicz'-^, Włodek StrupińskiS Wojciech 
Wierzchowski^ K. Wieteska\ A. Olszyna' 
' Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw 
University of Technology, ul. Wołoska 141, 02-507 
Warszawa 
^ Institute of Electronic Materials Technology, ul. 
Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
' Institute of Atomic Energy, 05-400 Otwock-Świerk 
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Streszczenia artykułów pracowników ITME 

Materials Science Forum, 654-648 (2010) 251-254 
The electron backscatter diffraction (EBSD) detec-
tor p laced inside a commerc ia l scanning electron 
mic roscope ( S E M ) has been used to study of dif-
ferent SiC polytypes. Dif ferent growth condit ions 
in chemical vapor deposit ion (CVD) method were 
applied to obtain the 3C- and substrates. The growth 
temperature was in the range of 1300-1620°C and the 
reactor pressure was 75 mbar. The initial C/Si ratio 
at the first stage of the growth clearly influences the 
4H/3C factor. The growth temperature and ramping 
of the C/Si ratio were the main parameters to achieve 
a homogeneous 3C and 4H-SiC epitaxial layers. 

High-spatial resolution ellipsoinetry of con-
tinuous graphene films 

P. E. Gaskell', H. S. Skulason', Włodek StrupińskP, T. 
Szkopek' 

' Department of Electrical Computer Engineering, McGill 
University, 3480 University Street, Montreal H3A-2A7, 
Canada 
^ Institute of Electronic Materials Technology, ul. 
Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 

Optic Letters, 35, 6 (2010) 3336-3338 
An ellipsometer with 3 x 5 |um spot size constructed 
with a single focusing and imaging element is used 
to measure graphene film thickness on glass and SiC. 
Single a tomic layer sensitivity has been achieved. 
Ell ipsometric sensitivity to graphene layer number 
increases with decreasing layer number and decreas-
ing substrate refi-active index. 

Electromagnetic properties of complex eutec-
tic structures 

Andrzej Stefański''^, M. KafesakP"', Dorota A. 
Pawlak' 

' Institute of Electronic Materials Technology, ul. 
Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
^ Institute of Microelectronics and Optoelectronics, 
Warsaw University of Technology, ul. Koszykowa 75, 
00-662 Warszawa 
3 lESL-FORTH P.P. Box 1527, 711 10 Heraklion, Crete, 
Greece 
" Department of Materials Science and Technology, 
University of Crete, 710 03 Heraklion, Crete, Greece 
Electromagnetic Waves in Complex Eutectlc Structures, 
International Symposium on Electromagnetic Theory 
EMTS2010 (16-19.08.2010, Berlin, Germany) 

In this paper propagation of electromagnetic waves 
in self-organized eutectic structures with SRR-like 
inclusions is studied through modelling. The focus is 
to examine the electromagnetic response of two dif-
ferent-size SRRs, in close proximity with each other, 
and how their interaction affects this response. Under 
40 

certain conditions a double non-disturbed resonance 
has been observed in a material containing SRRs 
with two different dimensions. 

Investigation on electrical and microstructural 
properties of thick film lead-free resistor series 
under various firing conditions 

Konrad Kielbasiński'-^, Małgorzata Jakubowska''^, 
Anna Młożniak', M. Hrovar*, J. Holc^ D. Belavic' 
' Institute of Electronic Materials Technology, ul. 
Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
^Institute of Microelectronic and Optoelectronic, Warsaw 
University of Technology, Warszawa 
^ Faculty of Mechatronics, Warsaw University of 
Technology, Warszawa 
'' Josef Stefan Institute, Ljubljana. Slovenia 
' HIPOT RR., Sentjemej. Slovenia 

Journal of Materials Science: Mater. Electron 21 (2010) 
1099-1105 

The paper presents investigation of four lead f ree 
thick film resistor pastes, developed at ITME, de-
noted R-lOO, R - l k , R- lOk and R-lOOk with sheet 
resistivities of 0,1, 1, 10 and ICQ kQ/n , respectively. 
The resistors were based on RuO^ as the conductive 
phase. The aim of the work was to evaluate the in-
fluence of firing conditions of the resistive pastes on 
a sintering process. The pastes were screen printed 
onto alumina substrate with prefired AgPd leas-free 
terminations. They were fired at several temperatures 
fi-om 750 to 950°C for 10 min at peak temperature, as 
well as fired at the highest temperature for 6 h, in or-
der to bring the sintering process into the equilibrium. 
The propert ies of the resistors, i.e., sheet resistiv-
ity and temperature coefficient of resistance (TCR), 
microstructure changes, glass crystallization upon 
firing, etc., were examined. Dried and fired resistor 
samples were evaluated by X-ray diffraction analysis 
and by the scanning electron microscopy. The RuO^ 
conductive phase maintained the same crystal struc-
ture regardless of the firing conditions. 
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Instytut Technologii Materiałów Elektronianych jest wiodącym polskim ośrodkiem prowadzącym 
badania naukowe oraz prace badawao-rozwojowe w zakresie fizyki ciała stałego, projektowania 
i technologii nowouesnych materiałów, struktur i podzespołów dla mikro- i nanoelektroniki, 
fotoniki i inżynierii. 

Bodania te dotyczq następujących grup materiałów i ich zastosowań w postaci podzespołów: 

• materiały nowej generacji: grafen, metamateriały, materiały samoorganizujące się i grodientowe, nanokrysztoły 
tlenkowe w różnych matrycach (szkło, tworzywa sztuczne); 

• materiały półprzewodnikowe i ich zastosowania: 
- monokryształy hodowane metodq Czochralskiego Si, GoAs, GoP, GaSb, InAs, InSb, InP i transportu z fazy gazowej SiC, 

ośrednicochdolOcm; 
- warstwy epitaksjalne półprzewodnikowe uzyskiwane za pomocq metod CYO i MOCYO z Si, SiC, GaN, AIN, InN, GaAs, 

GoF) GaSb, InP InSb, oraz opartych o nie związków potrójnych i poczwórnych; 

- podzespoły dla elektroniki ifotoniki: diody Schottky'ego, tranzystory FETiłłEMT, lasery, fotodetektory IR iUV; 
• materiały tlenkowe i ich zastosowania: 

- monokryształy, YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr, Ho, Tm, Cr), YVO: (Nd, Tm, Ho, Er, Pr) i podwójnie domieszkowany: 
( H o + Y b , E r + Y b ) , GdVO,: (Er, Tm); LuVO,: (Er, Tm); GdCoB: (Nd, Yb) dla zastosowań laserowych; kwarc, LiNbOj, LITaOj, 
Sr.Boi,.,, Nb^Oj dla zastosowań elektrooptyanych i piezoelektryanych; CaF^, BaFj, jako materiały przezroczyste; 
Ca,GdO(BO)3 jako materiał nieliniowy oraz NdGoOj. SrLoGoO,, SrLoAlO,, jako materiały podłożowe dla osadzania warstw 
nadprzewodników wysokotemperaturowych; 

- szkła o zadanych charakterystykach spektralnych i szkło aktywne; 

- ceramiki (Ai^Oj, Y^Oj, ZrOj, SijN,), ceramiki przezroczyste i aktywne; 

- warstwy epitaksjalne YAG: Nd, Cr dla zastosowań laserowych; 

- światłowodyspecjalne,fotoniczne,aktywneiobrazowody; 
- podzespoły dla elektroniki i fotoniki: filtry i rezonatory z akustyczną falą powierzchniową; soczewki dyfrakcyjne, 

maski chromowe do fotolitografii; 
• inne materiały dla elektroniki: 

- kompozyty metolowo-ceramiane, kompozyty metalowe; 
- z ł q a a zaawansowanych materiałów ceramicznych (SijN,, AIN), kompozytów ceromiczno-metaiowych i ceramik 

z metalami; 
- metale czyste (Go, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb); 

- pasty do układów hybrydowych; 

- materiały dla jonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatorów. 

Instytut prowadzi również badania i wykonuje usługi w zakresie: 
• innych technologii HI-TECH: fotolitografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, trawienie, obróbka 

termiczna; 

• charakteryzacji materiałów: spektrometria mas i Móssbauera, elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), 
rozpraszanie wsteczne Rutheforda (RBS), absorpcja atomowa, wysokorozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia 
optyczna i w podczerwieni ( F I R ) , pomiary widm promieniowania, fotoluminescencja, mikroskopia optyczna i skaningowa 
mikroskopia elektronowa i sił atomowych (AFM); spektroskopia głębokich poziomów: pojemnościowa (DLTS) i fotoprądowo 
(PITS), pomiary impedoncyjne i szumów, temperaturowa analizo fazowa, pomiary dyfuzyjności ciepła. 
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